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Halblelter-Bauelemente




Die vorliegende Ubersicht enthdlt in gedringter Form die wichtigsten Grenz-und Kenndaten der in der
DDR geferfigten Halbleiterbauelemente. Die Kennwerte werden im allgemeinen fiir eine Umgebungs-
temperatur von 25 °C angegeben.

Dem Anwender soll durch diese Ubersicht die Auswahl der jeweils in Frage kommenden Typen erleich-
tert werden. Wir weisen darauf hin, daB wir uns Anderungen, die durch den technischen Fortschritt be-
dingt sind, vorbehalten.

Spezielle Anfragen und Besteliungen sind an das jeweilige Herstellerwerk zu richten.

B nannoM 0630pe B COKPAIBHHOM BHIe M3JI0KeHBI Ba)KHEIiIINe TeXHIYecKie JTaHHble ¥ Xapaxre-
PHCTHKA u3ro ToBjieHHBIX B I'JIP momynpoBojnukoB. IIpuBeéHnble TeXHNUeCKNe TaHHbIe B 00IeM
XapaKTepPHBI NP TeMIepaType BHelIHel cpejsl oT 25 °C.

3anadeii aToro 0630pa ABJsAeTCA 06IETIUTH yrnorpe6uTesio BIGOP HeOOXOJMMBIX €My THIIOB.
Mgur yraspiBaeM Ha TO, 4TO MPABO HA M3MEHEHHHA, 00YCIOBJIEHHbIC TeXHIICCKUM IIpOrpeccoM, Mbl
ocrasisieM 3a coGoii. Co crenmabHBIMI BOIIPOCAMI M 3aKa3aMu 06 paiaiTech K COOTBETCTBYIOLIEMY
3aBOJIy-N3I'OTOBHUTEJIIO.

This survey contains a summary of the most important quantities and characteristic data of the semi-
conductor components made in the GDR. The indices given generally apply or an ambient temperature
of 25 °C.

This survey is to facilitale the selection of the types that come to the question for the user. We would like
to point out that we reserve the right to make modifications due to technological advance.

Please address inquiries and orders to the manufacturer.

Halbleiterbavelemente-Industrie der Deutschen Demokratischen Republik

IpoMbIIIeHHOET S 110 NPOMBBOCTBY HOAYNPOBOHUKOR
Pepmanckoii [lemorparuuecroii Peenyéankn

Semiconductor component industry of the German Democratic Republic.



Typenverzeichnis :

T
Typ Her-  Seite I Typ Her-  Seite Typ Her-  Seite Typ Her- Seite
steller ! steller steller steller

B 20C400/250 GWG 21 1 GD 180 RWN 13 SAY 42 FWE 14 SY 160 GWS 15
B 20 C 600/400 GWG 21 GD 240 RWN 13 SAZ 12 WF 13 SY 162 GWS 15
B25C25 GWG 21 | GD 241 RWN 13 SAZ 13 WF 13 SY 164 GWS 15
B 25C150 GWG 21 GD 242 RWN 13 W SAZ 54 WF 13 SY 166 GWS 15
B 50 C 60 GWG 21 GD 243 RWN 13 W SAZ 61 WF 13 SY 170/1-..2 GWS 15
B 250 C 60 GWG 21 | GD 244 RWN 13 W SAZ 71 WF 13 SY171/1-..2 GWS 15
B 250 C 135 GWG 21 GF 100 HFO 12 SC 206 HFO/RWN 10 W SY 250/0,5---10 GWS 14
D38 GWG 21 GF 105 HFO 12 SC 207 HFO/RWN 10 SZ 600/0,75 GWS 17
D16 GWG 21 A GF126 HFO 12 A SF 021 HFO 10 SZ 600/5,1 GWs 17
D100 C HFO 9 A GF 128 HFO 12 A SF 022 HFO 10 87 600/5,6 GWS 17
D110 C HI'O 9 A GF 130 HFO 12 A SF 023 HFO 10 SZ 600/6,2 GWS 17
D120 C HEFO 9 A GF131 HFO 12 a SF 024 HFO 10 SZ 600/6,8 GWS 17
D130 C HEO 9 A GF 132 HFO 12 A SF 025 HFO 10 SZ 600/7,5 GWS 17
D 140 C HFO 9 A GF 139 HFO 12 SF 121 . HFO 10 SZ 600/8,2 GWS 17
D150 C HFO 9 | a GF 181 HFO 12 SF 122 HFO 10 SZ 600/9,1 GWsS 17
D160 C HFO 9 | GF 145 RWN 12 SF 123 HFO 10 SZ 600/10 GWS 17
D172C HFO 9 |  GF147 RWN 12 SF 126 HFO 10 SZ 600/11 GWs 17
E 25C 60 GWG 21 GP 119 WF 20 SF 127 HFO 10 SZ 600/12 GWs 17
E 250 C 20 GWG 21 GP 120 WF 20 SF 128 HFO 10 SZ 600/13 GWs 17
E500C 15 GWG 21 GP 121 WF 20 | SF 129 HFO 10 SZ 600/15 GWs 17
£ 3500 C 15 GWG 21 GP 122 WF 20 | SF 131 HFO 10 | SZ600/16 GWSs 17

A GA 100 WF 19 . GS109 HFO 12 | SF132 HFO 10 | SZ600/18 GWSs 17

A GA 101 WF 19 GS111 HFO 12 | SF 136 HFO 10 | SZ600/20 GWS 17

A GA 102 WF 19 . GS112 HFO 12 SF 137 HFO 10 | SZ600/22 GWS 17

A GA 103 WF 19 GS121 HFO 12 SF 138 HFO 10 | aSZX18/1D- .-

A GA 104 WF 19 GS 122 HFO 12 m SF 150 HFO 10 | 18/22D WF 18
GA 105 WF 19 | & GY 099 HFO 20 | SF215 HFO/RWN 10 & SZX19/51D...
GA 106 WF 19 a GY 100 HFO 20 | SF 216 HFO/RWN 10 | 19/24D WF 18

A GA 107 WF 19 | aGY101 HFO 20 | SF240 HFO 10 | SZX20/1---

A 2GA109 WF 19 1 A GY 102 HFO 20 | SF 245 HFO 10 | 20/22 WF 18
2GA 113 WI 19 i A GY 103 HFO 20 SM 103 FWE 11 | SZX21/51- ..
4GA 114 WF 19 A GY 104 HFO 20 SM 104 FWF 11 21,24 WF 18
GAY 60 WF 19 A GY 105 HFO 20 |EWSMY 50 FWE 11 | SZY 20 WF 19
GAY 61 WF 19 A GY 109 GWG 20 mSMY 51 FWE 11 | SzZY 21 WF 19

A GAY 62 WF 19 A GY 110 GWG 20 W SMY 52 FWE 11 | SZY 22 WF 19
GAY 63 WF 19 A GY 111 GWG 20 SS 106 HFO 11 | SZY 23 WF 19
GAY 64 WF 19 A GY 112 GWG 20 SS 108 HFO 11 | TS9 GWG 21
GAZ 16 WF 19 A GY 113 GWG 20 SS 109 HFO 11 | TS18 GWG 21

A GAZ17 WF 19 | a GY 114 GWG 20 WSS 120 HFO 11 | U101 D FWE 9
GC100 HFO 12 | a GY115 GWG 20 | SS125 HFO 11 | U102D FWE 9

A GC101 HFO 12 KG70 GWG 20 | SS 126 HFO 11 | U103D FWE 9

A GC112 HFO 12 MSAMA42...45 FWE 14 | SS200 HFO/RWN 10 | U104 D FWE 9
GC 116 HFO 12 M SAMG62 ---65 FWE 14 | SS 201 HFO/RWN 10 . U105D FWE 9
GC117 HFO 12 W SAY 12 WF 14 " S5 202 HFO/RWN 10 | U106D FWE 9
GC 118 HFO 12 ' m SAY 16 WF 14 ‘ SS 216 HFO/RWN 11 ‘; U 107 D FWE 9
GC121 HFO 12 SAY 17 WF 14 S§ 218 HFO/RWN 11 | ZB4 RWN 22
GC 122 HFO 12 SAY 18 WF 14 ’ SS 219 RWN 11 1,5 St 1 GWG 22
GC123 HFO 12 | SAY 19 WF 14 J mST 101 WF 16 ‘ 3,0 St 10 GWG 22
GC 301 HFO 12 | SAY 20 WF 14 | ST 103 WF 16 °  Selen-
GD 160 RWN 13 | SAY 30 FWE 14 m ST 111 GWS 16 Freiflachen-
GD 170 RWN 13 |  SAY 32 FWE 14 { mST 121 GWS 16 | gleichrichter GWG 21
GD 175 RWN 13 SAY 40 FWE 14 ‘y SY 200 --- 210 GWS 15 i

A Nicht fiir Neuentwicklungen HFO  Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

® In Entwicklung Stammbetrieb Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

A He mpennasnaueno Juisi HOBBIX GWG  VEB Gleichrichterwerk GroBrischen
paapaboTor Betrieb im Kombinat

W B jaunbii MoMeHT paspalarkiBaercs VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

A Not for new developments GWS  VEB Gleichrichterwerk Stahnsdorf

t
& Dader dexelopmin Betrish jm Kombinat

VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)
RWN  VEB Réhrenwerk Anna Seghers Neuhaus

Betrieb im Kombinat
VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

FWE Kombinat VEB Funkwerk Erfurt

WFE VEB Werk fiir Fernsehelektronik Berlin




Verwendete Kurzzeichen

A Fliache

by Einfiigungsddmpfung

C, Gehausekapazitat

C, Sperrschichtkapazitit

Cior Gesamtkapazitit

Caay KurzschluBausgangskapazitit

F Rauschfaktor

Af Bandbreite

i MeBfrequenz

fo Resonanzfrequenz

fr Ubergangsfrequenz

horg Gleichstromverstirkung

hg;e KurzschluBverstirkung in
Emitterschaltung

1 Strom

Iy, Basisgleichstrom

Ig, Emittergleichstrom

Igy Kollektorgleichstrom

Icpo Kollektorstrom bei strom-
losen Emitteranschlufl

Iy Kollektorstrom in Emitter-
schaltung bei positiver Upgg

Iggo Emitterstrom bei stromlosen
Kollektoranschlufl

Icgs KollektorkurzschluBrest-
strom

Iy Durchlafigleichstrom

I, Dunkelstrom (Fotodiode)

I, Drain — Strom
(MOS —Transistor)

Ipss Drainstrom bei miteinander
kurzgeschlossenen Gate-,
Source- und Bulkanschliissen

Iy Hellstrom

I, Richtstrom

Iy Sperrgleichstrom

IpL Dauergrenzstrom

Iex NenndurchlaBstrom

Ten Periodischer
SpitzendurchlaBstrom

Hinweis:

’TL
ITBL
]TRM

]TRMS

Igr

Spu
tpur

lDLH

lon

tu(r

UaL
UIH

UCB
Uce

Ugs

UCBul

Mittlerer Durchlafstrom
(Dauergrenzstrom)

Periodischer Spitzen-
durchlaBstrom

Periodischer Spitzen-
durchlafstrom

Effektiver Durchlafistrom
StoBdurchlaBstrom
Zindstrom

Z-Strom
Gehauseinduktivitit
Serieninduktivitat
Ausgangslastfaktor
Totale Verlustleistung
Kilteleistung
Widerstand
Eingangswiderstand
Gerédtewiderstand
Lastwiderstand
Gesamtwirmewiderstand
Aquivalentwiderstand
Serienwiderstand
Z-Widerstand
Empfindlichkeit
Einschaltverzogerungszeit
Ausschaltverzogerungszeit
Speicherzeit

Einschaltzeit
Ausschaltzeit
Sperrverzogerungszeit
Ausgangsspannung bei L
Ausgangsspannung bei H
Abschniirspannung
Kollektor — Basis — Spannung

Kollektor — Emitter —
Spannung

Emitter — Basis — Spannung

Kollektorsattigungsspannung

Die Seiten 4 + 5 sind fremdsprachige Kurzzeichenlisten

UCBrcnt

Kollektorrestspannung

Uricno Kollektor — Emitter —

Usr
UDB

-
Upr
Upru

Ups
Upw
Ugs
U
Ugr
Unw

Durchbruchspannung
Durchbruchspannung
Drain-Bulk-Spannung

Periodische Spitzenblockier-
spannung

Periodische Spitzenblockier-
spannung

Drain — Source — Spannung
Scheitelblockierspannung
Gate — Source — Spannung
Durchlafigleichspannung
Ziindspannung
Betriebsscheitelspannung
Sperrgleichspannung
Schci.tr‘lspcrrspannung
Nennsperrspannung

Periodische Spitzensperr-
spannung

Periodische Spitzen-
sperrspannung

StoBspannung
Source-Bulk-Spannung
Betriebsspannung
HI-Spannung
Schwellspannung
Z-Spannung

Leistungsverstirkung in
Basisschaltung

Ubertragungsgewinn in
Basisschaltung

Leistungsverstirkung in
Emitterschaltung

Mischleistungsverstarkung
Steilheit
Effektivitat

Einschaltzeitkonstante

1*



Ubersicht Si-Transistoren

Art Anwendung Grenzwerte
Typ — — - _— I SR R N Sy T3 6
Pl | Ep |[MOS| P | NF | HF | Ugpo/V Ugpo/V | Icy/mA | Pyy/mW | Ry, /grd mW-?
100
SC 206 ] n l ™ 20 5 preie ‘ 200 =0,5
SC 207 ] E = 20 5 200 =0,5
A SF 021 & E 20 5 500 600 =0,25
a SF 022 ™ = 33 5 500 600 =0,25
A SF 023 m ™ 66 5 500 600 =0,25
A SF 024 = - 100 5 500 | 600 =0,25
A SF 025 1 ™ 120 5 001 600 =10,25
SF 121 ¥ = 20 5 1001 600 =0,2
SF 122 ™ @ 33 5 100 600 =0,25
SF 123 = ™ 66 5 100 600 =0,25
SF 126 [} u 33 7 500 600 =0,25
SF 127 = ® 66 7 | S0 600 =0,25
SF 128 ] ™ 100 7 | 500 600 =0,25
SF 129 w ™ 120 7 50001 600 =0,25
SF 131 [} u 20 5 50 ] 300 =0,5
SF 132 [ u 40 5 50 300 =05
SF 136 [ ] [ 20 5 200 300 =0,5
SF 137 ] B 40 5 200 300 =05
SF 138 ® ® 40 5 200 300 <0,5
SF 150 [ic] ] 160 5 50 680 | =0,22
SF 215 [ | [ ] e 20 5 100 200 | =05
SF 216 ] Bl ™ 40 5 100 200 | =05
SF 240 [} ] ] 40 4 25 160 =0,6
SF 245 ] ] ™1 40) 4 25 200 | =0,5
Schalter :
|
| mittel !schnell 1
[— \
SS 106 [ 0 25 5 200 300 =0,5
SS ‘108) ™ O 40 5 200 300 =0,5
SS 109 ] 0O 20 5 200 300 =05
WSS 120 ] O 60 5 ‘ 500 700
SS 125 g O 30 5 500 600 =10,25
SS 126 ] 0 60 5 500 600 =0,25
SS 200 [ O 70 5 & 150 =05
SS 201 ] E 0O 100 5 30 150 =05
SS 202 ] 5] 0 120 5 30 150 =0,5
SS 216 = il 0 20 5 100 200 =05
SS 218 = -] O 20 5 100 200 =05
‘'mSS 219 ] V] 0 20 5 100 I" 200 =05
‘ |
N N N BT
Upsv/V ’ Uass/V 1 Ip/mA ! Pyp/mW | Rycnia/grd mw-
gﬁ :82 | N 20 —15.- 45 15 [ 150 =0,6
] I 20 —15.. 45 15 J 150 =0,6
‘ |
§ Ups/V Ugs/V 1 Ugp/V } I'y/mA Pyy/mW
mSMY 50 "m0 —31.e. 40,3 —31... +0,8|—15... +- 03 — 25 295
mSMY 51 & ® 0 —310 40,3 —31.-- +0.3 0 —20* | 240
mSMY 52 i) | . | =31 40,3 —31-.. +0,3 15 4+ 03] — 60 ? 300
A Nicht fiir Neuentwicklungen Pl - Planar *) je Transistor
® In Entwicklung Ep Planar- Epitaxic
A He npejHasHa4ye o JUIst HOBBIX paapa60'r(m ;{OS ?)llOStFE']E Pl Planar
W B januslii MoMeHT paspaGaTeiBaeTcs SESYOLERpRE Ey Pleass epitaxy
A Not for new developments Pl Ilxanap MOS MOSFET

® Under development

Ep 3nurakcua nianapa

MOS MOC®ET

P ITost miracT™MaCCOBBIM KOJIIAYKOM

P plastic covered




Ubersicht Ge-Transistoren

T ’ Art Anwendung Grenzwerte
)’p | - _— - — - Pa—— ——— ——— — S S —— - . _— - —
L _|LD | ME | NF | AM | FM | VHF | UHF | Schalter | —Ucpo/V | —Usgso/V | Tci/mA | Pyy/W | Ryyy/grd mW-1
W
GC 100 ] ] 15 10 : 15 ’ 0,03 ! =1
GC 101 = ] 15 10 15 003 | =1
AGC112 | W 4] 80 20 L1150 | =0,38
AGC116 | m = 20 10 150 | =0,38
GC 117 [ [ | % 10 [ 150 =0,38
GC118 | m ¥ 25 10 | 150 | =038
eGC121 | m B | 25 10 250 | =0,38
GC 122 ] 5] 1 35 15 ‘ 250 | =0,38
GC 123 7] ] i 70 15 | 250 | | =038
e GC 301 4 [l | 32 C 10 | 1000 | 1 “ =0,3
GF100 | m - ‘ } § | ‘
GF105 | m © 15 | 10 | 15 | | =05
A GF 126 o & i | i
A GF 128 B [ ] 3 }
A GF 130 [5#] ] ‘ i
A GF 131 ] ] 25 0,5 10 =0,6
A GF 132 I~ B | ’
A GF 139 = " | |
A GF 181 ™| ] 25 0,5 10 | =0,6
GF 145 ] & 20 0,3 10 | 006 | =075
GF 147 & & 20 0,3 10 | 006 | =075
® GD 160 | " 20 [ 10 3000 | 53 | =0,0075
eGD170 | m ¥ 33 10 3000 | 53 | =0,0075
®GD 175 ] . [ | 50 10 | 3000 53 | =0,0075
eGD180 | W | 1 [ | 66 10 3000 5,3 =0,0075
® GD 240 H 3] ; 30 10 3000 10 = 0,004
® GD 241 = ] ; 40 20 3000 10 = 0,004
® GD 242 il 3] . [ 50 20 3000 | 10 = 0,004
® GD 243 W | ] 65 C20 3000 | 10 = 0,004
eGD2%: | m ™ ™ 5| 20 3000 i 10 = 0,004
GS109 | m W @ 20 | 10 50 | =05
GS 111 & o] '} 1 '
GS 112 A " 2] 20 |10 200 | =05
GS 121 7] i) ‘ 7] 30 L0 100 | =10,38
GS122 | W [ ‘ ] | 30 C10 100 | =0,38
| ‘ z
A Nicht fiir Neuentwicklungen L Legierung
@ Paarweise lieferbar LD Legierungsdiffusion
A He nepennasnadeHno jia HOBBIX ME Mees
paspaboTor L  Cnaas
o ITocraBisieTcsa napamu LD JIupdysusa cirasa
A Not for new developments ME Mesa
@ Available in pairs L  Alloy
LD Alloy diffusion
ME Mesa




Ubersicht Si-Dioden

Art Anwendung Grenzwerte
Typ Pl Ep | P SFhalt- Kapa- Varak- | Mehr- Ug/V |Ugy/V |Ig/mA| Iz /mA | Py /mW | Ry, /grd mW=?
dioden | zitits- tor- fach- (Upr/V) (Pia/W)
dioden | dioden diode
MSAY 12 HE N 50 75 300 600 430 <0,3
W SAY 16 H N & 30 35 300 600 430 <0,3
SAY 17 HEE N 50 60 175 350 300 = 0,35
SAY 18 HE R 25 35 115 225 300 <035
SAY 19 HE N 25 35 115 225 300 < 0,35
SAY 20 HEE B 15 20 75 150 300 < 0,35
SAY 30 2] H N 25 30 30 60 150 <05
SAY 32 | E N 25 30 50 100 150 =0,5
SAY 40 - H N 15 20 20 40 150 <05
SAY 42 .} H N 15 20 30 60 150 =0,5
SAZ 12 B 3] 18 300
SAZ 13 | | 18 300
W SAZ 54 | ] (= 90) (6)
W SAZ 61 ' B (= 90) (1,5)
W SAZ 71 il ] (= 30) (1)
SAM 42..-45 | M A | | 15 20 20 40 150 =0,5
SAM 62---65 |H H = | 15 20 20 30 150 =05
Pl Planar Pl ILmanap Pl Planar
Ep Planar-Epitaxie Ep 9murakcusa nianapa Ep Planar epitaxy
P Plastverkappt P ITox miacTMacCOBBIM KOJIIAYKOM P plastic covered
Ubersicht Ge-Dioden
Anwendung Grenzwerte
Typ Universal- | Schaltdiode | Photodiode Uyp/V Oan/V IyfmA | Iy /mA Pyo/mW
diode (Iy/mA) |
A GA 100 51 20 26 20 ‘ 45
A GA101 | 40 50 15 45
A GA 102 | 60 70 12 45
A GA 103 ™ 80 90 10 ; 45
A GA104 | 110 115 10 ‘ 45
GA 105 ™| 20 26 20 i 45
GA 106 [} 25 35 20 ‘ 30
A GA107 | 60 90 20 ; 150
GA 108 ] i 80 90 20 ] 45
A 2GA 109 i * : 40 50 15 ‘ 45
2GA 113 | . 25 35 30
4GA 114 | | i 25 35 30
GAY 60 C om ! 20 25 75 225 80
GAY 61 { " ‘ 20 25 100 300 80
A GAY 62 %] 20 25 100 300 80
GAY 63 he l 40 50 100 300 80
GAY 64 | i 80 1 90 75 225 80
GAZ 16 ] 25 ‘ 20 120 100
A GAZ 17 2] 25 20 120 100
GP 119 B 20 (3) ‘ 30
GP 120 B 20 (3) i 30
GP 121 ™ 50 (3) ‘ 30
GP 122 B 50 (3) 30

|

A Nicht fiir Neuentwicklungen

W In Entwicklung

A He nepeynasnadeHo U1 HOBBIX
paspaboTokr
m B jannbii MoMeHT paspabaTbi-

BaeTcs

A Not for new developments
M Under developments




Monolithische Schaltkreise

{ n t ns
Typ Funktion UV pui/ns ;VI;_D_L,",/ - N,
min. ‘ max. min. ’ max.
D100 C 4-NAND-Gatter
mit je 2 Eingingen % 15 6 22 10
D110 C 3-NAND-Gatter
mit je 3 Eingingen A 15 6 22 10
D120 C 2-NAND-Gatter 4 15 6 22 10
mit je 4 Eingiingen 4 15 6 22 10
D130 C 1-NAND-Gatter
mit 8 Eingiingen A 15 I 6 22 10
D140 C 2-NAND-Leistungsgatter 5+5%
mit je 4 Eingingen 4 15 & 22 30
D150 C 2-AND/NOR-Gatter
mit je 2 X 2 Eingingen 4 15 6 22 10
D160 C 2 Expander
mit je 4 Eingiingen 20 30 —
D172 C J-K-Master-Slave
Flip-Flop 50%) 50**) 10
*) von R oder S zu O am Ausgang
von T zu O am Ausgang
**) von R oder S zu L. am Ausgang
von T zu I am Ausgang
Arbeitstemperaturbereich 0---70°C
Unipolare Schaltkreise
Verzogerungszeit bei #a = 25 °C Ausgangsspannung
Typ Funktion N - ik  _U 7/7\7,'*"7”7_%_?;—/%—
= ] aL aH
fon/ns forg/ns bei Ry = 1ML [bei 7, =100KQ
U101 D Volladdierer (2fach) <1000 <1000
U102 D 3- Eingangs-NOR-Gatter (2fach) 400 150 >10 <1
U103 D RST-Flip-Flop 450 450
U104 D Antivalenz-Aquivalenzgatter (2fach) 500 340
U105 D 6fach MOS-Feldeffekt-Transistor — - - - —
U106 D 2-Eingangs-NOR-Gatter (4tach) <1000 <1000
U107 D 2-Eingangs-AND-Gatter (3fach) und . >10 <1
2-Eingangs-AND/NAND-Gatt,er <1000 <1000
—
Nennbetriebsspannungen: —U; = 27*1 Volt Betriebsumgebungstemperaturbereich 0-.- 4 70°C

—U, = 13135 Volt

Gehiiuseabmessungen der monolithischen Schaltkreise und der unipolaren Schaltkreise siehe Seite 22




Si-npn-NF-Transistoren
Typ bei bei bei bei
Iopo/nA Ugy/V | UggcrolV Ic/uA| hye Uce/V I¢/mA f[kHz | F[dB Ucg/V Ic[uA R/Q Af/Hz f[kHz
SC 206 = 100 20 =15 100 =28 6 9 1 — :
SC 207 =100 20 =15 =28 =8 6 200 500 850 1
Si-npn-HF-Transistoren
bei bei bei bei bei
Typ Iopol Ucsl |Ucgsat/ Ic/ I/ I/ Ucel Ic/ 1] Cagv| Ucsl Iel | Gyl  Uegl Ic/ ]
nA v mA mA |MHz V mA MHz [pF V mA MHz |dB v mA MHz
SF 021 = 1000 20 | = = 60
SF 022 = 100 33 [=1 = 60
SF 023 = 100 66 | =1 50 5 = 60 10 10 15
SF 024 = 100 100 | =1 = 60
SF 025 = 100 120 |=1 = 60
SF121 =1000 20 |[=1 = 60
SF 122 =1000 33 [=1 50 5 = 60 1 10 15
SF 123 =1000 66 |=1 = 60
SF 126 = 100 33 |=0,5 = 60 =20
SF 127 = 100 66 | =0,5 = 60 =20
SF128 | = 100 100 (=05 190 15 | 2 g 10 10 15 oy 100 2
SF129 = 25 80 |=0,5 = 60 =20
SF 131 = 100 20 [=0,5 = 200 = 5
SF132 | = 100 40 [=o05 10 1 [Zg0 10 10 1200 j_- 5 10 0 2
SF 136 = 100 20 [=0,3 =300 =5
SF137 | = 100 40 |=o3 10 1 |[Z3p 10 10 100 | 5 10
SF 138 = 100 40 | =0,3 10 1 =200 10 10 100 = 5 10
SF 150 = 100 160 | <5 30 6 = 80 10 10 50 |= 5 10 10 50
SF 215 = 100
sF216 | = 100 20 =100 10 5 100 =4 8 1 100
SF 240 = 500 40 =440 10 & 100 =2 10 4 36
SF 245 = 500 40 =780 10 7 100 =28 10 7 36
Si-npn-SpeziOItrCInSiStoren zur Ansteuerung von Ziffernanzeigershren
T bei bei bei bei
yP Iopv/eA Ucev/V Igpo/V Ugs/V Ucgaat/V I¢/mA Ip/mA ho1g Ucg/V ~ I¢/mA
=3 1 1
SS 200 =1 70 =100 =06 (1) 8’331 =32
=3 10 0,31
SS 201 =1 100 =100 5 =06 1 0,031 =32 8 10
=3 10 0,31
S8 202 =1 120 =100 =0,6 1 0,031 =32
E Bk
" &
£ 4
s
14
o
SC 206,SC 207
SF 215, 216
S8 200-202 9
g o
SF 240, 245 SF 126 -129 SF 131, 132
AnschluB- SF 150 SF 136, 137,138
folge B, E, K L~ S8 120-126 SS 106-109
Masse ~0,1g - -,¢ 4745—- Masse ~1g Masse ~ 0,5 g




Si-npn-Schalttransistoren

bei bei bei bei
Typ Icpol  Ucpl| Uckat/ Ie/ Isl | to/ns  toe/ns  Io/  Ipy| -Ipy/ Ry/Q | fo/MHz Ugy/V I¢/  f/MHz
nA A\ mA mA mA mA mA mA
SS 106 =5 15 | =05 10 1 =40 = 75 =200
SS 108 = 50 20 =0,5 10 1 = 40 = 75 10 3 1,5 270 = 300 10 10 100
SS 109 = 50 15 =05 100 10 = 40 =7 =200
SS 120 <1 500 50 = 50 = 100 500
SS125 = 25 20 =1 400 40 = 30 19 50 15
SS 126 =2 40 | =1 400 40 = 30
SS 216 =300 = 0,45 = 35 = 60
SS 218 =300 20 | o045 30 3| <35 <3 10 3 15 200
SS 219 = 300 = 0,45 = 35 = 30
Si-n-Kanal-MOS-Transistoren
Typ bei bei bei bei
ly".|/mS Ups/V  Ugs/V  f[MHz | R,/Q Ugss/V | Ip/mA Ups/V Ugs/V —Uy/V  IpluA Ups/V
SM 103 =13 =102 10 =12 12 10 8
SM 104 =1,0 8 0 0,400 | S qp12 19 =65 3 0 8 10 8
Si-p-Kanal-MOS-Transistoren
Typ bei bei
—Ip/mA —Uns/v —Uos/v —Usp/V —Ipgs/uA —Ups/V —Ugs/V —Usp/V
SMY 50 = 3 2 10 0 =10 31 0 0
SMY 51 =3 2 10 0 =10 31 0 0
SMY 52 =20 2 10 0 =10 31 0 0
Typ bei bei
—Igss/nA —Upg/V —Uos/v —Usp/V —Uy/V Ups = Ugs Usp/V Iy/mA
SMY 50 =100 0 20 0 23 “ 0 10
SMY 51 =100 0 20 0 23 " 0 10
SMY 52 =100 0 20 0 23 " 0 10
2,5
e
3 -
- ) 801038
42 :
§ g £
- E L "
&%, E A S\TTTTT
Pantigt
X ! ,
L |
9 '
1| @55
l2s
- .Q“, SS 216, 218, 219 SM 103, 104 SMY 50, 52 SMY 51
EBK Masse ~ 0,1 g De¢s§ Masse ~ 0,3 g Masse =~ 0,3 g Masse ~ 0,4 g

3.
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Ge-pnp-NF-Transistoren

bei bei bei : bei
Typ ~Igpo/ -Ucsl |-Teso/l ~—Ussl | hae —Ucsl =Ic/ |fr/MHz -Ucs| -Ic/ |F[dB ~Uce/V ~Ig] R/Q f/kHz
wA v wA v v mA (fy) v mA mA
GC 100 =15 =500 15 1 6 1 =25 1 0,2 500 1
GC 101 =15 =500 15 =10
GC 112 =18 15 = 50 10 =10 6 2 =0,3
GC 116 =18 15 = 50 10 =0,75 6 2 =20 0,3 500 1
GC117 = 18 15 =1,2 =10 6
GC 118 =18 15 =1,2 =5
GC 121 =18 15| =50 (28) (0,012)
GC 122 =18 15| =50 10 |(18) 05 100 | (0,012) 2 10
GC1238 =18 15 = 50 (18) (0,012)
GC 301 =2 6| =5 10 |[(=28) 1 35| (0015 2 10
=250 32
Ge-pnp-HF-Transistoren
bei bei bei bei
Typ ~Iggo/ ~Ugp/ |Van/dB ~Ucp/ —Io/ f/MHz |G,/dB -Ucy/ -I¢/ f(/MHz | fx/MHz —Ucs/ -Ic/ [/MHz
pd v (G/dB) V mA (F/dB) V mA (Vae/dB) V mA
GF100 | =10 6 (=15) 6 05 0,5
GF 105 =10 {=20) b 0,5 2
GF126 | = 75 =40 & 1 0,5
GF 128 =175 =100 10 3 100
GF130 | = 7,5 (= 275) 6 1 10
GF131 | =75 6 =9
GF 132 =175 =17 6 2 100
GF139 | =75 (= 275) 6 1 10
GF 181 =175 =11 7 )5 100
GF 145 =8 20 (= 9) 12 1,5 800 (=9) 12 1,5 800 =600 12 1,5 100
GF147 | =8 20 | (=11,5) 12 2 800 | (=6 10 2 800 =650 10 2 100
Ge-pnp-Schalttransistoren
' bei | =Ucgaat/V bei bei bei bei
Typ ~I¢pol —Ucsl | (~Uckres! —Ic/ ~18 | Tilus ~Ucgl —I¢] | tjus -I¢] Ig/ | F/dAB  ~Ucg| ~I¢/ fl/kHz
©wA A% V) mA mA A% mA mA mA A% mA
GS 109 =15 (_5_0,5) 50 =15 0,5 50 =25 1 1 1
GS 111 =15 15 =0,3 =1,2 =1,5
GS 112 =15 =03 300 9,4 =009 0,5 200 =15 300 94
GS121 =15 P (=0,5) =10 0,5 100 =25
cs122 | =15 | (=05 100 = 1 1 1
1
EBK EBK
&5 ek
S
_l T R
N 4
GC 100, 101 4
GC 112 .
| GC116-118 A |
N GC121-123 ; Q|
GC 301 " |
Masse =< 0,8g
T GF 100, 105 GF 126-139.181 ! GF 145, 147
9045 Masse =~ 0,8g —08«’0105 Masse =~ 0,6 g - <¢U'b" Masse ~ 0,48
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Ge-pnp-Leistungstransistoren

bei bei bei bei bei
Typ =Igpo/eA  —Ucy/V | Iggs/mA ~Ucg/V | Igpo/wA ~Ugs/V | -Ucgea/ —I¢/ ~1y/ fr/kHz -Ucy| -I¢f
A\ A A Vv A
GD 160 = 50 =1,5 20 - =100 =0,6 =250
GD 170 = 50 6 =1 33 =100 10 =0,6 3 0,5 =250 6 0,1
GD 175 = 50 =1 50 =100 =0,6 =250
GD 180 = 50 =1 66 =100 =0,6 =250
GD 240 =100 =25 30 =500 10 =0,6 =350
GD 241 =100 =25 40 =500 20 =0,6 =350
GD 242 =100 6 =25 50 =500 =0,6 3 0,5 =350 6 0,1
GD 243 =100 =2,5 65 =500 =0,6 =300
GD 244 =100 =2,5 75 =500 =0,6 =300
Si-Kapazitdtsdioden
Ty bei bei
¥ Iy/uA Ug/V Cy/pF Ug/V rQ C./pF L /nH fo/GHz
SAZ 12 =10 18 | 1.5 6 0,5 0,4 3,5
SAZ 13 =10 18 I 1.5 6 0,4 3,5
Si-Varaktordioden
Typ bei
Upr/V Iy[pA C,[pF Ug/V r/Q fo/GHz C,[pF L,/nH
SAZ 54 =90 100 4,8 6 =2 = 20 0,8 1
SAZ 61 = 60 100 0,541 6 = 100 0,5 1,5
SAZ 71 = 30 100 0,2...0,5 6 = 150 0,45 1,5
@ Topn 0244m M5 -
= A :
i T-Katode
85 S ‘\\\f : =
2l == }w 0
855 !
. S | .
3| M) (S - 1=
s I o571 | 3| & | N
SAZ 12, 1:
| 855 SAZ 12,13 ” ;} | J é iAZ o -
Masse =~ ~
i 0 i g ] LH,.‘f | Masse ~ 3,6 g
max
N
S H
24 7 IJ &
. ‘J e Farbpunkt (Katode) +
mit Adapterkappe ohne Adapterkappe L’”’”L
923600 )
xL T
St
5
=
o6 max | x|
—— -
l | =
94 S &
&
Katode 1~ :3:
SAZ 61,71 GD 160 -180 GD 240 -244
0236002 Masse ~ 1,4 g Masse ~ 7,5 g Masse ~ 7,5 g

e
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Si-Schaltdioden

T bei bei beim Schalten von
yp Io/mA | Ig/nA Ur/V Cin/p¥ Ug/V Ugxy/mV  f/MHz t,/ns Iy = 10mA auf Uy = 6V
SAY 12 200 = 100 50 =4 = 4
SAY 16 200 = 100 30 =4 = 4
SAY 17 115 = 50 50 =3 0 1 = 2
SAY 18 75 = 7 25 =4 50 =2
SAY 19 75 = 70 25 =4 = 4
SAY 20 50 = 50 15 =4 = 4
SAY 30 — = 40 25 =8 0 0,5 = 65
SAY 32 — = 40 25 =8 0 0,5 = 65
SAY 40 — = 60 15 =8 0 0,5 =10
SAY 42 — = 60 15 =8 0 0,5 =10
Si-Mehrfachdioden
SAM 42:-45 | 2.5 Diodenfunktionen | 5, %>
SAY 40 mit gemeinsamer X = @
Katode O ----LE_‘\:‘;} \[\- - - - — L -
SAM 62::+65 | 2:-:5 Diodenfunktionen ! L mm | g
SAY 40 mit gemeinsamer ]
Anode SAM42 | 9 |03
] sy SAM 43 | 11,5 0,4
S S| | SAM44 (14 | 0,4
Pioi: L= Ay =L | | SAM 45 | 16,5 | 0,5
SAM 42/62: 150 mW m#» 2 * o~ 77 *
SAM 43/63: 200 mW 125 : i3 S5 ‘ g
SAM 44/64: 250 mW E - L | m
SAM 45/65: 300 mW OXOIOXOXOXO) DOO®®O® mm | g
SAM 62| 9 0,3
SAM 63/ 11,5 | 0,4
SAM 64/ 14 | 0,4
SAM 65| 16,5 | 0,5
DOO®®® DOO®O®
Si-Leistungsgleichrichterdioden
Typ Urn/V Ur/V Unr/V Uxs/V Ty /A Tpp/A Iy /mA
SY 250/0,5 50 50 90 90
SY 250/1 100 100 180 180
SY 250/2 200 200 360 360
SY 250/3 300 300 540 540 250 2000 =7
SY 250/4 400 400 720 720
SY 250/5 500 500 900 900
SY 250/6 600 600 1100 1100
SY 250/8 800 800 1400 1400
SY 250/10 1000 1000 1700 1700
2
r TMF
om =0 (S-L‘:! J @‘.9,8!0,1
| 4
T4
42 o
; o i
= @41 max = .
| ‘:J
&N * ;‘ ;‘3\
~ QO | |
. | 5|
! ?j SAY 12 — |
; T hee =" SAY16-20 I 1 !
e D e sAY 50, 32 a )
25 SAY 40, 42 L = 2| T 1 syaose
X, ) lotbar Masse ~ 0,3 g - ¢ 50 max -l Masse = 300 g
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Si-Gleichrichterdioden

Typ Urx/V Ur/V Unr/V Urs/V Iex/A Ter/A Ig[mA
fiir Strome bis zu 1 A
SY 200 75 75 100 100
SY 201 100 100 130 150
SY 202 200 200 260 300
SY 203 300 300 390 450
SY 204 © 400 400 520 600 - \ o1i
SY 205 500 500 650 750 ' '
SY 206 600 600 780 900
SY 207 ‘ 700 700 910 1050
SY 208 800 800 1040 1200
SY 210 1000 1000 1300 1500
*bei R-Last
fiir Strome bis zu 10 A
SY 160 50 50 55 75
SY 162 200 200 220 300 30 3
SY 164 400 400 440 600 =
SY 166 600 600 660 900
EinpreBdiode Upi/V Up/V Tgp/A Iy A Iy/mA
SY170/11) 100 100 : =8
SY171/1%) 100 100 =8
SY 170/21) 200 200 25 39 =6
SY 171/22) 200 200 =6
1) Anode am Gehduse 1) AHOIT Ha KOpITyCe 1) Anode on housing
?) Kathode am Gehéuse ?) Harox Ha Kopmyce %) Cathode on housing
NEY -
< Katode ber SY170/1
B? SY170/2
I 5 Anode ber §Y171/1
2 SY171/2
s (%
gdmax) of 8§ B
8
Q wras | R
N 8 Lo 8
8 ] = |
(5] | ’ SY 170/1
SY 200 - 210 1 SY 160 - 166 ; gt SY 171/2
l Masse = 3g Katode Masse ~ 24 g lo@%tas - Masse =~ 10 g
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Si-Thyristoren

Typ ‘ Uprn/V Ugprn/V Ippys/A Tpgn/A Ugr/V Igp/mA
ST 101/1 100 100
ST 101/2 200 200
ST 101/3 300 300
ST 101/4 400 400 1,5 5 <3 <20
ST 101/5 500 500
ST 101/6 600 600
bei 25°C und 6 V
Blockierspannung
ST 103/1 100 100
ST 103/2 200 200
ST 103/3 300 300
ST 103/4 400 400 4,5 15 <3 =20
ST 103/5 500 500
ST 103/6 600 600
Typ UDW/V UDB/VI) It /A ITEL/A Ugn/V Igp/mA
ST 111/1 70 100
ST 111/2 140 200 [
ST 111/4 280 400 13 145 1 =3 = 100
ST 111/6 420 600
ST 111/8 560 800 bei 25° C und 12V Blockier-
ST 111/10 700 1000 spannung
ST 11112 840 1200
ST 1211 70 100
ST121/2 140 200
ST 121/4 280 400
ST121/6 420 600 23 235 =3 =100
SfT 121/8 560 800
ST 121/10 700 1000
ST 12112 840 1200
1) max. Dauer der periodischen Spitzenspannung 1 ms
max. Dauer der nichtperiodischen Spitzenspannung 5 ms
1) HauboJib1iiee BPEMA IIePHOMIEeCKOT0 MAKCHMAJIbHOT 0 HAIPAMKeHU A 1M cex
HauboJiblllee BpeMs HelepeojuYeckoro MaKCMMAaJIbHOTO HAIpPsKeHUsA
5 M cex
1) maximum duration of periodical peak voltage 1 ms
max. duration of non-periodical peak voltage 5 ms
Katoden 2,
onschluf} -y )
JSteuer- - ‘L/é‘ max
U”.\‘A'V'L/.'/,’?- | [ I
‘ ©
ti ;; <) &
SW17 ' X !
Anoder .
chlull o
' '
3 ST 111
i ST 121
| A Masse~30g
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Si-Leistungs-Z-Dioden

bei
Typ U,lV r,/Q%)3 I,/mA*) I,;/mA®) I,5/mA®)
SZ 600/0,75 1 1000 3000
SZ 600/5,1 4,8 <« 54 2 (5) 180 1450
SZ 600/5,6 52 .« 6,0 1 (2) 165 1330
SZ 600/6,2 58 . 6,6 1 (2) 100 150 1210
SZ 600/6,8 6,4 - 7,2 1 (2) 135 1100
SZ 600/7,5 7,0 -« 7,9 1 (2 125 1010
SZ 600/8,2 7,7 - 8,7 1 (2) 115 910
SZ 600/9,1 8,5« 9,6 2 (4) 105 830
SZ 600/10 9,4 - 10,6 2 (4) 95 750
SZ 600/11 10,4 - 11,6 & (7) 50 85 690
SZ 600/12 11,4 - 12,7 & (7) 80 630
SZ 600/13 12,4 - 14,1 5 (11) 70 570
SZ 600/15 13,8 -+.- 15,6 5 (11) 65 500
SZ 600/16 15,3 «++ 171 6 (15) 60 470
SZ 600/18 16,8 --- 19,1 6 (15) 95 55 420
SZ 600/20 18,8 ... 21,2 6 (15) 50 380
SZ 600/22 20,8 .-+ 23,3 6 (15) 45 350

1) In DurchlaBrichtung betriebene
Si-Diode; differentieller DurchlaB-
widerstand 0,5 2 (typischer Wert)
bzw. 1,5 2 (oberer Wert)

2) Typische Werte

3) Obere Werte

1) Einstellwerte

5) Betrieb ohne Kiihlblech

) Betrieb mit vertikalem Al-Kiihlblech
100 X100 X 3 mm?

7) Mindestabmessungen eines vertikalen
Al-Kiilbleches 50 X 50 X 2 mm?

Anode —
82 max
o34 x
. g
7
ol (B S
Kenn- LS ?
2eichnung S S
o
bl
M
9
K +
Wode “"3 S7Z 600
Masse =~ 10g
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Si-Z-Dioden

Typ U,/V bei I; = 5 mA r,/Qbeil,=5mA | Ug/Vbeilg=1uA | Ug/Vbeilg=5mA | P,,/mW

Reihe E 12 (10%)

SZX18/1 D 0,65 < 0,75 < 0,85 =8 P

SZX 18/5,6 D 50 < 56 < 6,3 =65 =1

SZX 18/6,8 D | 60 < 68 < 7,5 =10 = 2

SZX 18/8,2D 78 < 82 < 92 = 8 = 3,5

SZX 18/10 D 88 <10 <11,0 =17 =5 = 0,85 250

SZX 18/12 D 10,7 <12 <13, =30 =7

SZX 18/15 D 130 <15 <165 =40 =10

SZX 18/18 D 16,0 <18 < 20,0 =55 =10

SZX 18/22 D 19,6 <22 <24 =90 =12
Reihe E 24 (5%)

SZX 19/51D 48 < 51 < 54 =75 =1

SZX 19/5,6 D 52 < 56 < 6,0 =60 =1

SZX 19/6,2D 58 < 6,2 < 6,6 =35 =1

SZX 19/6,8D 64 < 68 < 17,2 = 8 = 2

SZX19/7,5D 70 < 7,5 < 17,9 =7 = 2

SZX 19/8,2D 77 < 82 < 87 = 7 = 35

SZX 19/9,1D 85 < 91 < 9,6 =10 = 35

SZX 19/10 D 94 <10 < 10,6 =15 =5

SZX19/11 D 104 <11 <11,6 =20 =5 =0,85 250

SZX 19/12 D 116 <12 <128 =20 =7 i

SZX 19/13 D 12,5 <13 < 14,0 =30 = 1

SZX 19/15 D 13,8 <15 <155 =35 =10

SZX 19/16 D 153 <16 <17,0 =40 =10

SZX 19/18 D 16,8 <18 < 19,0 =50 =10

SZX 19/20 D 18,8 <20 <21,0 | =80 =10

SZX19/22 D 208 <22 <230 | =80 =12

SZX 19/24 D 228 <2% <256 =80 =12 |

Typ U,/V =bei I, =5mA | r,/Qbei I, =5mA | Ug/Vbeily =1pA | Ug/Vbeilg =5mA | Py /mW

Reihe E 12 (109%,)

SZX 20/1 0,65 < 0,75 < 0,85 <8 -

SZX 20/5,6 50 < 56 < 63 <60 =1

SZX 20/6,8 61 < 68 < 7,5 <15 > 2

SZX 20/8,2 73 < 82 < 92 <10 > 3,5

SZX 20/10 88 <10 <1 <20 =5 400

SZX 20/12 10,7 <12 <13, <30 > 7 <1

SZX 20/15 13,0 <15 <165 <55 =10

SZX 20/18 16,0 <18 < 20,0 <55 =10

SZX 20/22 19,6 <22 < 2,4 =80 =12
Reihe E 24 (59)

SZX 21/5,1 48 < 51 < 54 <60

SZX 21/5,6 | 5,2 < 56 < 6,0 <40 =1

SZX 21/6,2 1 58 < 6,2 < 6,6 =10 =1

SZX 21/6,8 ‘ 6,6 < 6,8 < 7,2 <8 = 2

SZX21/75 | 70< 15< 1.9 <'7 > 2

SZX 2182 | 77< 82< 87 <7 > 3,5

SZX 21/9,2 | 85< 91< 9,6 <10 > 3,5

SZX 21/10 ; 9,4 <10 < 10,6 <15 >5

SZX 21/11 i 106<11 <11,6 <20 =5 <1 400

SZX 21/12 1,46<12 <128 <20 = 7

SZX 2113 12,6 <13 < 14,0 =25 = 7

SZX 21/15 138 <15 <155 <30 =10 1

SZX 21/16 153 < 16 < 17,0 <40 =10

SZX 21/18 16,8 <18 <190 : =10 l

SZX 21,20 L188<20 <210 =10 ;

SZX 21/22 | 208<22 <230 >12 |

SZX 21/24 E 2208 < 2% < 25,6 =12 |
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Referenzelemente

Typ UV ry|Q Fymax/ @ ) AU,/mV Py /mW
SZY 20 8,4 4+ 0,4 15 25 = 66
SZY 21 8,4 4+ 0,4 15 25 =33 100
SZY 22 8,4 + 0,4 15 25 =132
SZY 23 8,4 4+ 0,4 15 25 = 6,6
Ge-Universaldioden
Typ bei bei | bei
UV Ip/mA Iy [pA U |V | Iy [pA Ur/V Ugs/V Iys/mA
GA 100 =1 5 =100 10 = 500 20 " 30 ! 100
GA 101 . =1 3 = 40 10 = 400 40 ‘ 55 [ 100
GA 102 =1 3 = 40 10 =< 350 60 80 | 100
GA 103 =1 3 = 15 10 = 250 80 100 ‘ 100
GA 104 =1 3 = 15 10 = 200 110 { 120 } 100
GA 105 =1 3 =100 10 = 500 20 | 30 ; 100
GAZ17 =1 5 = 30 10 [
Diodenpaare u.-quartette
Typ bei bei ‘ bei |
Iy/mA Ug/V Ix[uA Ur/V | Ig/[uA Ur/V ‘ UnrslV Iyg/mA
2 GA109 =5 1 = 40 10 = 300 40 55 100
2 GA113 =6 1 = 40 10 50
4 GA114 6:+415 1 =40 10 | =150 20 | 50
Ge-Schaltdioden
T bei bei bei
yP UV Ig/mA In/uA Un/V Ciar[pF Ug/V fIMHz | Io/mA bei Uy =0
‘ [
GA 106 | =1 6 = 40 10
GA 107 =1 5 = 8 10
GAY 60 =1 75 = 1000 20 =1,5 1 1 75
GAY 61 =0,7 75 = 1000 20 =1, 1 1 100
GAY 62 =0, 10 = 50 10 =1,5 1 1 100
GAY 63 =0,8 75 = 50 10 =1,5 1 1 100
GAY 64 =1 75 = 250 80 =1,5 1 1 75
GAZ 16 =1 5 = 30 10
AnschluBdrah i L S
lotbar vgrzi/mt/l [ ] «f ;:_l Y
| ) ~jorn o |
2 1t | ¥ =
S 18| 4202
22 s Twenkenn-~ |
vl B 28ichnung: 1 ] o
. 1 Ny Y Schwarz | N
(Zrbrm oy rofer 5t ; RN
fode) ~ Farbring ] ‘JL_J | LI o
{(Katode) 4] i e
GA 106, 107 | i HE
o GAY 60-64 - 5
w | GAZ16 sted ! g
Q| GA100-108  AnschiuBdrant iy | S|
GAZ 17 (otbar verzinnt S| |
2 GA 109 11
2 GA 113 ‘ D otose
BLY.20-35 ikl 1 szX 18,19 — 707 s7x120, 21
Masse ~ 6,5g - ﬁ.L’as Masse ~ 0,3 g #05 max Masse ~ 0,3 g Zé"ﬂ_’fJ Masse ~ 02g
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Ge-Photodioden

R | \
Typ ! * * bei 4 |
| Sewmin/uA S mitter/A Un/V Ipaw/A | Ipmu/uA | Ajmm?
|
GP 119 | 30 70 20 7 15 1
GP120 100 125 20 7 15 1
GP121 30 70 50 7 15 1
GP122 100 125 50 7 15 1
|
* bei 1000 Lx und einer Farbtemperatur der Strahlungsquelle von 2850 °K
* npu 1000 Lx u nBseroBoii Temmeparype wucTOYHHKA naiaydeHus 2850 °K
* at 1000 Lx and a colour temperature from the radiation source of 2850 °K
Ge-Gleichrichterdioden
Typ UR.N/v Ur/V UBR/V irL/A IFR/A Iy [uA
GY 099 12 12 12 =100
GY 100 24 24 24 =100
GY 101 40 ‘ 40 40 =100
GY 102 75 ‘ 75 75 0,1 0,35 =100
GY 103 100 \ 100 ’ 100 =100
GY 104 150 i 150 [ 150 = 50
GY 105 200 ‘ 200 200 = 50
GY 109 12 \ 12 12
GY 110 24 { 24 24
GY 111 40 40 40
GY 112 75 75 75 1 3 = 200
GY 113 110 100 100
GY 114 150 150 150
GY 115 200 200 200
A Nicht fiir Neuentwicklungen A He npejjnasnaueno juis paspaboTor A Not for new developments
Selen-Spannungsbegrenzer
Typ ry/ bei by/Np bei Abmessungen/mm Masse /g
KG 70 = 3500 0,2V = 0,05 — 2N 3,5 xX10x12 1,2
0,8 kHz
=380 1,0V 600 Q
=0,7 ON
0,8kHz
600 Q
L 57 ~SW3_,
S
q Ale ek .
y — L - |
Farbring ® v
(Anade) = #83_ -
S &
&8 q .
Y &
GP 119 - 122 GY 099-105 _N.e07 GY 109-115
¢;04~ e Masse =~ 0,6 g 045 Masse ~ 0,6 g Masse ~ 4 g
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Selen-Freifldchengleichrichter

Plattentyp/mm?2* I/A iﬁiz;:g/l::::- Bolzenanzahl max. Plattenanzahl lichte Weite /mm
16,6 X 16,6 0,13 & 1 32 2,5
20x 25 0,30 4 1 28 3,4
25x 33 0,50 5 1 28 ‘ 5,5
33x 50 1,0 5 1 24 ‘ 5,5
50x 50 1,6 8 1 40 5,5
50x 83 3,0 8 1 36 \ 7,0
71 X100 5,0 . 8 1 30 | 12,0
100 % 200 10,0 8 2 24 ’ 15,0
100 x 300 15,0 8 3 24 \ 15,0
200 x 300 30,0 8 6 24 ‘ 18,0
Selen-Kleingleichrichter
Typ UV I/mA Abmessungen/mm Masse/g
E 250 C 20 250 20 10 X10 x 11 5
E 500C 15 500 15 10x10x23 8
B 250 C 60 250 60 12X12X18 8
B 250 C135 250 135 12 x15 %37 18
E 25C 60 25 60 3,5%10x12 | 1,2
B 25C 25 25 25 7X7 X12 : 1,2
B 25 C 150 25 150 7X12x13 3,0
B 50 C 60 50 60 8x10x12 2,5
B 20 C 400/250 20 400/250 616 X 20 1 6
B 20 C 600/400 20 600/400 6 X 20 X 29 l 12
D8 80 0,5 7xX7 X8 0,6
D 16 160 0,5 X7 x12 1,0
E 3500 C15 3500 15 15 %18 X151 70
TS 9** 9000 0,3 @ 7,3x70 7
TS 18** 18000 0,3 . @7,3%x130 12,5
* Die Platten sind fiir 20 V, 25 V und 30 V AnschluBispannung erhiltlich. ** Unter dieser Belastung fiir Gleichrichtung der zei-
lenfrequenten Hochspannung in Fernsehempfangsge-

Selenstabgleichrichter kénnen fiir beliebige Spannungen in Abstufungen
von 12,5V bis 1500 V fiir 3 mA, 5 mA und 10 mA hergestellt werden.

riaten

** ITox aToit HArPY3KOI VIS BBIIPAMJICHU S
CTPOYHOYACTOTHOT'O BBHICOKOTO HAIIPAMKEHUST
B TeJleBU30opax

* Jlocku MOKHO 1OJIyYuTh i 20 B, 25 B u 30 B IPMCOEIMHEHHOTO
HaIpP AKeHU .

CeJIeHOBBIEB BIIPSIMHUTESM MOTYT ObITY U3TOTOBJIEHBIIIA JI0GBIX HA- - . N .
HpsiKeHuit B inanasone ot 12,5 B 0 1500 B juis 3ma, 5 Ma u 10 ma. At this load for rectifying line output in TV scts
[}

* The discs are available for a connection voltage of 20 V, 25V, and 30 V.

Selenium rod rectifiers can be made for optional voltages in stages between
12,5 and 1500 V, for 3 mA, 5 mA and 10 mA.
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Selen-Stabilisatoren

Typ Kennzeichnung Ug/V Ig,/mA Abmessungen/mm Masse/g
1,55t1 S3 1,518 0,5 -+ 2,0 TX7%x8 0,6
3,0S5t10 1S6 3,0 -+ 3,6 2,0 -+ 20 6x10x12 3,0

Thermoelektrische Kiihlelemente
Typ Z|grd™ R/mQ Unax/V Iax/A Quax/W
ZB 4 2,7.10-3 2,4 0,12 40 3
¢7
186 max 135

TITTYIT =
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